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酸化ガリウム (Ga2O3) は、バンドギャップが約 4.5 eV の単結晶酸化物半導体であり、次世代パ

ワーデバイス新材料として有望である。今回、ハライド気相成長法 (HVPE) [1,2] により単結晶

n+-Ga2O3 (001) 基板上にSiドープ n--Ga2O3ドリフト層 (n~2×1016 cm-3) を成膜したエピ基板を用い

て、図 1 に示すフィールドプレート付きショットキーバリアダイオード (FP-SBD) を試作し、そ

のデバイス特性を評価したので報告する。 
SiO2膜は、TEOS-CVD を用いて堆積温度 350°C で 300 nm 堆積した。SiO2 膜堆積後、N2ガス雰

囲気中において、600, 800, 1000°C の 3 条件でそれぞれ 5 分間ポストアニール (PDA) を行った。

また、PDA を行わないデバイスも一緒に作製した。 
作製した 4 種類の試料を比較した結果、順方向デバイス特性に関しては違いが認められなかっ

たが、逆方向特性において SiO2 膜の PDA を行わなかったものが最も高い耐圧特性を示した。以

下に代表的なデバイス特性を紹介する。順方向電流密度－電圧 (J-V) 特性より評価した特性オン

抵抗、理想係数はそれぞれ 5.1 mΩ·cm2, 1.04 であった。逆方向 J-V 特性において、デバイス破壊耐

圧 (Vbr) は 1076 V を記録した (図 2)。この結果は、Ga2O3デバイスとして初めての耐圧 1 kV 以上

の実証に相当する。またこの耐圧値は、以前作製した FP 無し SBD と比べて約 2 倍大きい値であ

ることから、十分な FP 効果も確認された [3]。図 3 に Vbrと PDA 温度の関係を示す。PDA 温度が

高くなるにつれて、単調に Vbr が減少している。これは、PDA プロセスにより、SiO2 の膜質、ま

たは SiO2/ Ga2O3界面が変化したためと考えられる。 

本研究の一部は、総合科学技術・イノベーション会議の SIP（戦略的イノベーション創造プロ

グラム）「次世代パワーエレクトロニクス」（管理法人：NEDO）によって実施されました。 
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Fig. 1 Cross-sectional schematic of 

Ga2O3 FP-SBD 

 

Fig. 2 Reverse J-V characteristics 
of Ga2O3 FP-SBD 

 

Fig. 3 Vbr distributions of Ga2O3 
FP-SBDs for different PDA 

temperatures  
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